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Tentamen läsåret 24/25 

Elektriska Kretsar och System ESS117 

Examinator: Jan V. Grahn 

Tisdag 29 oktober 2024 kl 08:30-12:30 

Salstentamen 

 

Tentamen omfattar sex beräkningsuppgifter. Fullständiga beräkningar måste redovisas. Korrekt 
och välmotiverad lösning med svar ger maximalt 3 poäng (p).  

Ange uppgiftsnummer och personlig kod överst på varje papper,  

Skriv endast på ena sidan av papperet. Blanda aldrig olika uppgifter på samma ark. 

Rättning sker med röd penna, dvs rött är ej tillåten färg i lösningar. 

 

Tillåtna hjälpmedel som får medtas till tentamen: 

 Physics Handbook 

 Extra formelsamling Elektriska kretsar och system ESS117 

 Chalmersgodkänd räknare 

 Beta Mathematics Handbook 

 

För godkänt krävs 8 p. 
Betygsgränser: Minst 8 p ger betyg 3, minst 12 p betyg 4 och minst 15 p betyg 5. Poäng 
inkluderar eventuell bonus från duggan innevarande läsår. 

 

Förfrågningar: Examinator Jan Grahn, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers tekniska 
högskola.  Mobil 0730-34 62 99/e-post jan.grahn@chalmers.se 

 

Tentamen och lösningsförslag anslås dagen efter tentamenstillfälle på Canvas tentamensmodul. 
Resultat meddelas i Ladok senast tre veckor efter tentamenstillfälle. Vill du se din rättade tenta, 
kontakta gruadmin.mc2@chalmers.se från din chalmers-student epost-adress. 

Lycka till! 
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Uppgift 1. 

Bestäm Nortons ekvivalenta tvåpol för växelströmskretsen. 

 

𝑖ሺ𝑡ሻ ൌ 10.0 cosሺ100𝑡 ൅ 60°ሻ 𝐴 ,𝑅 ൌ 500 Ω, 𝐿 ൌ 5 𝐻,𝐶 ൌ 20 𝜇𝐹 
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Uppgift 2.    

I kretsen nedan avger källan strömmen is(t). Kretsen saknar begynnelseenergi vid 
t=0. 

Beräkna spänningen över induktansen uL(t). 

R=10 Ω, L=5 H, C=200 mF 

     

iୱሺtሻ ൌ    
2 𝐴,           𝑡 ൒ 0
  0,             𝑡 ൏ 0 
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Uppgift 3.  

Du har köpt hem en förstärkare som du tänker använda för att förstärka en signal 
vid 1 MHz. Det medföljer ett datablad med överföringskarakteristik för 
förstärkningen 𝐴௩଴: 

 

(a) Skriv upp ett uttryck för förstärkningens överföringsfunktion och plotta dess 
faskarakteristik. 
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(b) Du bestämmer dig för att motkoppla din förstärkare med ett fasretarderande 
filter: 

 

Ta fram filtrets överföringsfunktion och beräkna dess poler, nollställen och 
förstärkning vid DC.  

Dimensionera 𝑅ଵ och  𝑅ଶ  för att få en pol vid 10 Hz och ett nollställe vid 1000 
Hz. Antag att 𝐶 ൌ 5 𝜇𝐹. 

Rita den motkopplade förstärkaren med filtret ovan. 

(c)  Skissa Bodeplotten för motkopplingen från 1 Hz till 100 MHz.  
Kommer filtret i uppgift b) att räcka som motkoppling för att få stabil 
förstärkning? 
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Uppgift 4.   

Beräkna strömmen IDQ samt spänningarna UGSQ och UDSQ i arbetspunkten för 
MOSFETen i kretsen nedan. 

 I vilket område arbetar transistorn?  

Vad blir transkonduktansen i arbetspunkten?  

Earlyspänningens inverkan hos MOSFETen kan försummas, dvs UDS/UA << 1. 

 

Rg=50 kΩ, Rs=500 Ω, UT=0.7 V, k’=150 μA/V2, W=30 μm, L=3 μm 
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Uppgift 5.  

Förstärkarsteget nedan är av sk gemensam-emitter typ utan avkoppling.  

Re är dimensionerad >> 1/gm där gm är bipolära transistorns transkonduktans. 

 

Rita ett småsignalnät och härled förstärkningen uttryckt i resistanserna. 

Transistorns basresistans och utresistans kan försummas respektive antas mycket 
stor.  
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Uppgift 6.  

I oscillatorn i nätet nedan har operationsförstärkaren förstärkningen Avo. 

Givet att R1=100 kΩ , C1= 10 nF, R2= 10 kΩ , C2 = 100 nF. 

Beräkna oscillationsfrekvensen. 

Beräkna förstärkningen Avo. 
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4 . MOSFET arbetspunkt

*

ID
V +

UDS
-

VasVT~D

Gar vi from 12V spanningstalten
och summerar Spanningarma (KVL)
till jord for in att
Ups + Roto = /2 (I)

ri ser ockst att Va = Vos och damed

urbetar transistory ; mattuadsomradet efferson
> Vas-UT , sambandedmellar to & Vas ges an

To = R(as- U)(HXs) =[] (I)
Stoppar vi inuttrycket for I, (1) : (1) ooh dar Vasios
si far rich androgradselvation i was
VasRasu

A
= Vas + AV +A .UE-LAVitas =12



=> AU + 1-214) · Vaj +AUE-12 = 0

dela med A
= N + (1-2a) ·VastAuA

Ugs =CAU-1) ERAA G. HU,
2H

2=

Us = [-3.3 och efferson Un maste vara storie in V.

sar Vasa = 5V den anda mijliga
losningen , samt Upsa = Vasa= 5r

Strommen Isa =R (rasa-U,) = Mut

Samt transkonduktansen gm==Cas = 6.5



 

  



 


